
SP 116 XM - SP 117 XM - SP 118 XM 
» SP 123 XM - SP 124 XM 

Fotodioden-Chips 
Positionsempfindliche Si-Fotodioden-Chips in bond- und klebe- 
fähiger Ausführung. Sie werden in Si-Planartechnologie gefer- 
tigt. Die Diodenchips zeichnen sich durch hohe Empfindlichkeit, 
geringes Dunkelstromniveau und gute Homogenität der spek- 
tralen Empfindlichkeit aus. 

SP119X 

Strukturansichten 

Kantenlänge Typ 

SP 116 XM 
SP 117 XM 
SP 118 XM 
SP 119 X 
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Maße in um 
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y z 

+ 10 2660 + 10 
+ 10 2 460 4 10 
* 10 4 960 + 10 260 + 40 
+ 10 10 360 + 10 
+ 10 1460 + 10 
+& 10 3 460 £ 10 

Aktive Fläche‘) 
A, mm? 

') bei mehrelementigen Chips die Fläche eines Teilelementes 

Differenzfotodiodenchip 

SP 116 XM 
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00 e — Bondflächen der Anoden 

Quadrantenfotodiodenchip 

SP 117 XM 

+° 200 | 
Bondflächen 

Streifenfotodiodenchip 

SP 118 XM 

a =4668, b = 29 600 

SP 123 XM 
1. Steg 100 
2. Steg 180 
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Pa 200 

Vollflächenfotodiodenchip 

SP 119 X 

a = b = 10 000 

Bondflächen der Anoden 

Kreis-Kreisringdetektoren SP 124 XM 
1. Steg 100 
2. Steg 194 
d; = 2973 
d2= 2000 
a=20 



Grenzwerte 

Sperrgleichspannung UrR 

Verlustleistung 

je Fotodiodenchip L 

Sperrschichttemperatur 9 

Kennwerte (9, =25°C; Ur = 20 V) 

Spektraler A 
Empfindlichkeitsbereich 

Sı 2 10% 
Rı <100Q; Alo,5 S 10 nm 

Wellenlänge der Ka 
max, Empfindlichkeit 

RL <100Q; Alg,s S 10 nm 

Spektrale Empfindlichkeit s 

RL <100 Q; 21 = 633 nm; 

Alos S10 nm 

Dunkelsperrstrom RO 
RL <100Q; E =0 x 

Anstiegs- und Abfallzeit M 

RL =50Q; 21 = 850 nm; 

Ahko,5 S 10 nm 
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Laterale Inhomogenität 

der Empfindlichkeit AS (0) 
RL< 100 Q ; Normallichtart A; 
'P S 100 mA 

Statisches Obersprechen I2 
Segment 2 1 

Rı < 100 Q; A == 633 nm; 

A 0,55 10 nm; 1nı S 100 uA; 
6 =0 

Pos. Linearitätsabweichung?) L 
Rı <1KkQ; Bestrahlte Fläche 

S 0,5 mm 

Lateralwiderstand LT 

AS (L) 
+ 100 

SP 116 XM 

SP 117 XM 

SP 118 XM 

SP119X 

SP 123 XM 

SP 124 XM 

SP 116 XM 

SP 117 XM 
SP 123 XM 
SP 124 XM 

SP 118 XM 

SP119X 

SP 118 XM 

SP119X 

s 5 
Fläche O 50 um 

s 5 
Fläche @ 50 um 

s 55 
Fläche © 500 um 

s 599 
Fläche © 500 um 

s 5 
Fläche @ 50 um 

s 5 
Fläche @ 50 jm 
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typ 100 

typ 30 

') bei einer in der Mitte bestrahlten Fläche mit etwa © 5 mm 

?) Iinnerhalb eines Flächenbereiches von 80 %, der äußeren Chipabmessun- 
gen (1°% = 100 jum) 

3) für eine Strahlung mit 2 £ 950 nm (Prüfung mit Normlichtart A mit 
Bg 19 — Filter) 


